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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag genn. § 44 PatG ist gestellt 

@) Schnnelzbruckenanordnung in integrierten Schaltungen 

(57) Die Erfindung betnfft erne Schmelzbruckenanordnung 
in Oder auf integrierten Schaltungen, insbesondere hoch- 
integrierten Speicherchips, bei denen jeweils eine Bank 
(10) von Schmelzbruckeri (Fi, F2...) zusammen mit einer 
mit den Schmelzbrucken (F^, F2, ...) elektrisch verbunde- 
nen Auswertelogtk (21), die feststellt, ob elne oder mehre- 
re der Schmelzbrucken F^, F2, ...) durchtrennt ist, neben 
und in Zuordnung zu einem Speicherfeldsegment (20) an- 
geordnet ist, und ist dadurch gekennzeichnet, dass eine a 
Oder mehrere in kleinere Einheiten (101, ...106) aufgeteilte 
Banke (10) der Schmelzbrucken IF-^. F2, ...) unter Ein- 
schrankung der Breite(n) (B) der Bank (10) bzw. Banke so 
gruppiert sind, dass wenigstens ein Tail der Schmelzbruk- 
ken (F^, F2, ...) quer zur Breitenrichtung der Bank (10) ne- 
beneinander liegt (Figur 4). 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Schmelzbriickenanordnung in 
Oder auf integrierten Schallungen, insbesondere hochinte- 
grierien Speicherchips, bei denen jeweils eine Bank von 
Schmelzbriicken zusammen mil einer mit den Schmelzbriik- 
ken elektrisch verbunden Auswertelogik, die feststellt, ob 
eine oder mehrere der Schmelzbriicken durchtrennt ist, ne- 
ben und in Zuordnung zu einem Speicherfeldsegment ange- 
ordnet ist sowie eine Verwendung derselben in einem hoch- 
intcgricrtcn Spcichcrchip. 

Anhand der beiliegenden Fig. 3 wird die bisher iibliche 
Anordnung der Schmelzbriicken auf einen^ hochintegrierten 
Speicherchip beschrieben. Die Schmelzbrucken (soge- 
nannte Fuses) Fi, F2 usw. sind insgesamt raumlich einem 
Speicherfeldsegment 20 zugeordnet und zusammen mit ei- 
ner Auswertelogik 21 neben dem Speicherfeldsegment 20, 
d. h. in Fig. 3 unterhalb des Speicherfeldsegments 20 in La- 
teralrichtung, d. h. in Richtung des Pfeils B, angeordnet. Die 
gesamte Anordnung der Schmelzbrucken Fi, F^ usw. bildet 
eine Bank 10, die ihrerseits in einzelne Schmelzbriickenbo- 
xen 101, 102, 103, . . ., 106 unterteilt ist. IiHierhalb einer 
Box 101-106 konnen sich beispieUweise zwolf Schmelz- 
brucken F^, F2, . . . befinden. Die Auswertelogik 21 hat die 
Funktion fcstzustcUcn, ob cine der Schmelzbriicken Fi, Fv 
usw. durchtrennt ist oder nicht. 

Das Durchschmelzen einzelner Schmelzbrucken erfolgr 
mit einem auf den Bereich, in dem sich die Bank 10 der 
Schmelzbrucken beftndet, gerichteten Lasers irahl. Man 
spricht vom DurchschieBen einzelner Schmelzbrucken. Dies 
bedingt, dass der Bereich der Bank 10 fur den Laserslrahi 
offen sein muss, d. h., dass in dem Bereich der Bank 10 ein 
Fenster fur den Laserstrahl freibleiben muss, 

Spezxelle Chipkoniaktierungsverfahren von Speicher- 
chips auf Waferebene erfordem ein Autbringen von zusatz- 
Uchen Kontaktpads auf der Chipoberftache mil groBen Ab- 
standen der Pads untereinander, da die vorhanden Kontakt- 
pads, die nur geringe Abstande untereinander aufweisen. 
mit dicscn spczicllcn Chipkoniaktierungsverfahren nicht di- 
rekt kontaktiert werden konnen. Somit mussen die kleinen 
Kontaktpads durch Leiterbahnen mit den zusiitzlichen Kon- 
taktpads verdrahtet werden. 

Die beiliegenden Fig. 1 und 2 zeigen jeweils in Form ei- 
ner schematischen Querschnittsansicht und einer Draufsicht 
die Anordnung von kleinen Kontaktpads 4 auf einem Chip 1 
und von solchen zusatzlichen groBeren Kontaktpads 3, 5 
und 6, die durch eine Isolationsschicht 2 votu Chip 1 ge- 
trennt und durch zusatzliche Leiterbahnen 7, 8, 9 mit den ur- 
sprtinglichen Kontaktpads 4 verbunden sind. 

Soli nun diese Kontakderung. die die groBeren Kontakt- 
pads erforderlich macht, angewandt werden, bevor iin Priif- 
ablauf die in einer mit 10 angedeuteten Bank befindlichen 
Schmelzbriicken auf dem Chip 1 durchtrennt wurdcn, kon- 
nen durch die zusatzlich erforderlichen Leiterbahnen die 
darunterliegenden Schraelzbrlickenbanke 10 verdeckt wer- 
den, so dass ein Durchtrennen aller Schmelzbrucken nicht 
mehr moglich ist. 

In Fig. 2 sind beispielhaft zwei Leiterbahnen 7 und 9 ge- 
zeigt, die eine Schmelzbruckenbank 10 uherdecken. Dies 
hat unter anderem zur Folge, dass fiir den Chip 1 defekte 
Speicherzellen nicht mehr durch redundante ersetzt werden 
kfinnen. Je nach Georuetrie der Verdrahtung werden unter- 
schiedlich groBe Bereiche der Schmelzbriicken verdeckt. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Sch me Izbi'iicken an- 
ordnung in oder auf integrierten Schaltungen, insbesondere 
hochintegrierten Speichcrchips anzugcben, mit der das be- 
schriebene Problem der Ubenicckung der Schmelzbriicken- 
biinke durch dariiberliegende Leiterbahnen vermieden wird. 



Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch eine Auftei- 
lung der Schmelzbnickenbanke in kleiner Einheiten und 
eine Neuanordnung der genannten Einheiten in der Art ge- 
lost, dass die dariiberliegende Verdrahtung die Schmelz- 

5 brucken nicht mehr verdeckt, so dass ein Durchtrennen der 
Schmelzbrucken genau wie ohne das Vorhandensein der zu- 
satzlichen Verdrahtung ermoglicht wird. 

GemaB einem wesentlichen Aspekt der Erfindung zeich- 
net sich eine gattungsgemaBe Schmelzbriickenanordnung in 

10 oder auf integrierten Schaltungen, insbesondere hochinte- 
grierten Speichcrchips, dadurch aus, dass cine oder mchrcrc 
in kleinere Einheiten aufgeteilte Biinke der Schmelzbrucken 
unter Einschrankung der Breite(n) der Bank bzw. Banke so 
gruppiert sind, dass wenigstens ein Teil der Schmelzbriicken 

15 quer zur Breitenrichtung der Bank nebeneinander liegt. 

Bei einem bevorzugten Aust'uhrungsbeispiel sind die Ein- 
heiten so gruppiert, dass die ursprungliche Breite der 
Schmelzbruckenbank halbiert ist und dass beide Halften der 
Schmelzbruckenbank in einer zur Breitenrichtung senkrech- 

20 ten Richtung nebeneinander liegen. 

Dabei sind die Schmelzbriicken an ihren einen Enden, wo 
sie quer zur Breitenrichtung aneinandergrenzeu, mit einer 
Massebahn verbunden und mit ihren entgegengesetzten an- 
deren Enden jeweils cinzeln mit der zugehorigen Auswerte- 

25 logik verdrahtet. 

Die Verdrahtung der Schmelzbrucken mit der Auswerte- 
logik erfolgt z. B. in einer einzigen Ebene des Chips. Diese 
Verdrahtung kann stutt dessen auch in rnehreren Verdrah- 
tungsebenen gefiihrt werden, um den Flachenzuwachs, der 

^0 sich durch diese Verdralitung ergibt, moglichst klein zu hal- 
ten. 

Idealerweise wird man die Leiterbahnen fiir die Kontak- 
tierung der zusatzlichen groBen Kontaktpads versuchen so 
zu fuhren, dass eine Halbierung der Breite der Schmeizbriik- 

35 kenbank bzw. der -biinke ausreicht, urn zu gewiihrleisien, 
dass alle Schmelzbrucken der Bank oder Biinke zugiinglich 
sind und den zusatzUchen Flachenaufwand durch die neue 
Verdrahtung der Schmelzbrucken moglichst klein zu halten. 
Jc nach dem Erfordcmis der Lcitcrbahnfiihrung von den 

40 zusatzlichen groBen Kontaktpads zu den kleinen Kontakt- 
pads kann aber auch eine weitere Aufteilung der Schmelz- 
bruckenbank notwendig sein, um den Zutritl des Laser- 
strahls zum Durchtrennen der Schmelzbrucken von oben zu 
gewahrleisten. 

45 Ebenso kann die gesamte Position der Schmelzbrucken- 
bank unter Beibehaltung der Position der Auswertelogik 
verschoben werden, was aber ein Maximum an zusatzli- 
chem Flachenaufwand nach sich zieht. 

Die erfindungsgemaB vorgeschlagene Schnielzbrucken- 

50 anordnung kann sowohl fiir Spalten- als auch fiir Zeilen- 
schmelzbriicken sowie fur jegliche cuidere Art von Schmelz- 
brucken, z. B. fiir das Trimmen intemer Spannungen, ange- 
wandt werden. 

Nachst.ehend wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 

55 anhand derZeichnung naher beschrieben. Es zeigen: 

Die Fig. I und 2 jeweils in schematischem Querschnitt 
und in einer Draufsicht die bereics beschriebene Anordnung 
von Kontaktpads und Leiterbahnen liber einer Schmelzbri'ik- 
kenbank. 

60 Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf einen Abschnitt 
eines Speichcrchips mit einem Speicherfeldsegment. 

Fig. 4 eine Draufsicht auf einen Abschnitt eines Speichcr- 
chips mil einem Ausfuhrungsbeispiel einer erlindungsgemii- 
Ccn Schmelzbriickenanoidnung . 
65 Die in den Fig. I bis 3 gczcigtcn Anordnungen sind Stand 
der lechnik und bereits oben beschrieben worden. 

GemiiB Fig. 4 sind die zu einer Bank 10 gehorenden 
Schmel/hriicken Fj, F2, .... in Boxen 101, 102^ 103, 104, 
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105, 106 unterteilt und diese in zwei Halften I und II neben- 
einander in Richtung des Pfeils A gruppiert. 

Ein Vergleich der Schmelzbriickenanordnung mit der in 
Fig. 3 gezeigten bekannten Schmelzbriickenanordnung 
zeigt ddutlich, dass die erfindungsgemafie Schmelzbriicken- 5 
anordnung vorteilhafterweise die Halfte der Breite des Spei- 
cherfeldsegments 21 freilassl. Dieser Platz kann dann zur 
Fiihrung von Leiterbahnen zwischen den zusatzlichen und 
den nomialen Kontaktpads verwendet werden, ohne dass ir- 
gend cine der Schmelzbriicken von diesen Leiterbahnen lO 
ubcrdcckt wiirdc. Einc Scitc der Schmelzbriicken Fi, F2, . . . 
ist mit einer Masseleitung 110 verbunden und die andere 
Seite durch Leiterbahnen 112 mit der Auswertelogik 21 ver- 
drahtet. Diese Verdrahtung 112 kann in einer oder mehreren 
Verdrahtungsebenen gefuhrt werden, um den Flachenzu- 15 
wachs, der sich durch diese Verdrahtung ergibt, moglichst 
kiein zu halten. 

Ein Beispiel fiir den Fliichenzuwachs einer Verdrahtung 
112, wenn diese in einer Ebene des Chips gefuhrt ist, ergibt 
sich wie folgt.: 14 jjin Hohe der Schmelzbruckenboxen lOL 20 
102, 103, ... (in Pteiliichtung A) + 18 jam fur die zusatzU- 
che Verdralitufig 112 bei FiihrcLi in einer Metallebene mil ei- 
neniZellenfeldpitch von 0,5 pm iiberdie gesamte Chiplange 
X 2, da zwei Reihen I und 11 von Schmelzbriickenbankreihen 
im Spine vorhandcn sind; das ergibt 0,5 nun" und cntspricht 25 
1,6% der Gcsanitchipflache eines beispielhaft angenomme- 
nen 64 M Speicherchips. 

SelbstverstUndlich ist die in Fig. 4 gezeigte Ausfuhrung 
bei der die Schinelzbriickenboxen in zwei Halften eingeteilt 
und in zwei parallelen Reihen I und LI in Richtung des Pfeils 
A nebeneinander angeordnet sind, lediglich beispielhaft. 

Idealerweise wird man die zusatzlichen Leiterbahnen fur 
die Konraktierung der zusat7.lichen groBen Kontaktpads ver- 
suchen so zu fiihren, dass die in Fig. 4 gezeigte Halbierung 
der Breite der Schmelzbruckenbank 10 ausreicht, uni zu ge- 35 
wiihrleistea, das.s alle Schinelzbrucken F^, F2, . . . der Bank 
10 fiir den Laserstrahl zuganglich sind. Selbstverstandlich 
ist auch einc weiicrc Aufieilung der Bank 10 vorstellbar. urn 
den Zugang von obcn zu gcwahrlcistcn. 

Ebenso kann die gesamte Position der Bank 10 unter Bei- -to 
behaltung der Position der Auswertelogik 21 verschoben 
werden. Dies kann aber einen zu groBen Flachenaufwand 
fiir die VerdraJitung nach sich ziehen. 

Patentanspriiche 45 

1. Schiuelzbriickenanordnung in oder auf integrierten 
Schaltungen, insbesondere hochintegrierten Speicher- 
chips, bei denen jeweils eine Bank (10) von ^Jchnielz- 
briicken (Fi, F2, . - .) zusaiuinen mit einer mit den 50 
Schmelzbriicken (Fi, F2, . . .) elektrisch verbunden 
Auswertelogik (21), die feststellt, ob eine oder mehrere 
der Schmelzbriicken (Fi, F2, . . .) durchtrcnnt ist, ncbcn 
und in Zuordnung zu einem Speicherfeldsegment (20) 
angeordnet ist, dadurch gekcnnzeichnet. dass eine 55 
oder mehrere in kleinere Einheiten (101, . . . 106) auf- 
geteille Biinke (10) der Schmelzbrucken (Fi, F2, . . .) 
unter Einschrtinkung der Breite(n) (B) der Bank (10) 
bzw. Biinke so gruppiert sind, dass wenigstens ein Teil 
der Schmelzbriicken (Fj, ¥2, - • •) quer zur Breiienrich- 60 
rung der Bank (10) nebeneinander liegt. 

2. Schmelzbruckenanordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gckcnnzeichnet, duss die ursprungliche Breile 
der Schmelzbruckenbank halbiett ist, und beide Half- 
ten (L 0) scnkrccht zur Brcitcnrichtung (D) der Bank 65 
(10) nebeneinander licgen. 

3. Schinulzbriickenanordnung nach Anspruch 1 oder 
2. dadurcli gckcnnzeichnci. dass die SehmclzbKicken 
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ffi, F2 . . .) an ihrem einen Ende, wo sie quer zur Brei- 
tenrichtung (B) aneinandergrenzen, mit einer Masse- 
bahn (110) verbunden sind und mit ihren entgegenge- 
setzten anderen Enden jeweils einzeln mit der zugehd- 
rigen Auswertelogik (21) verdrahtel sind, 

4. SchmelzbrUckeaanordnung nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Verdrahtung (112) der 
Schnielzbrucken (Fi , F2, . . .) mit der Auswertelogik 
(21) in einer oder melireren MetalUsierungsebenen des 
Chips (1) gefuhrt ist. 

5. Hochintcgricrtcr Spcichcrchip gckcnnzcichoct 
durch die Anwendung der Schmelzbriickenanordnung 
nach einem der Anspruche 1 bis 4. 
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Abstract i 


The invention relates to a fusible link configuration in or on integrated circuits, in particular 1 
highly integrated memory chips, in which in each case one bank of fusible links {F1, F2, , . . ). \ 
together with an evaluation logic unit is configured beside and in association with a memory 
field segment. The evaluation logic unit is electrically connected to the fusible links (F1 . F2, . . . 
) and determines whether one or more of the fusible links (F1 , F2, , . . ) is severed. One or more 
banks of the fusible links (F1, F2, . . . ) are divided up into smaller units while restricting the 
width(s) of the bank or banks. The units are grouped such that at least some of the fusible links 
(F1 , F2, . . . ) are located beside one another transversely with respect to the width direction of 
the bank ' 
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